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※概要（Summary）： 

本研究では、InAs 半導体に Fe をドーピングして、 

さらに Be や Si を同時ドーピングすることによって、 

キャリア誘起強磁性の発現を目指す。特に(In,Fe)As

ベースの n 型電子誘起強磁性半導体を開発し、スピン

pn 接合、スピンバイポーラートランジスタ、さらに

スピン電界効果トランジスタを試作し、スピン依存伝

導特性を調べる。 

 
※実験（Experimental）： 

高速大面積電子線描画装置 

マスク・ウェーハ自動現像装置群 

形状・膜厚・電気・機械特性評価装置群 

を用いてテスト構造を試作した。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

まず、同時ドーピングしない(In,Fe)As のみを成長し

た場合、Fe 濃度が 1020 cm-3以上あるにもかかわらず

電子濃度が 1.81020 cm-3 以下しかない。さらに、移

動度の温度依存性を調べるところ、移動度があまり温

度に依存しないことから、Fe がイオン化不純物にな

らず、中性状態の Fe3+になっていることが分かった。

さらに、Be および Si を同時ドーピングした(In,Fe)As

の場合、電子濃度が 61018 cm-3以上になると、強磁

性になることを明らかにした。また、キュリー温度は

電子濃度が増えるにつれて増大することを明らかに

した。また、磁気円二色性(MCD)スペクトルを測定し

たところ、InAs のすべての特異エネルギー点におい

て、大幅に MCD が増大することから、InAs のバン

ド構造がスピン分裂していることが分かった。以上の

ように本研究では、世界で初めて、n 型電子誘起強磁

性半導体の開発に成功した。 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後の予定としては、(In,Fe)As を含めたスピン pn 接

合、スピンバイポーラートランジスタおよびスピン電界

効果トランジスタの開発を目指す。 
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